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序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司发布，聚焦于人工智能驱动的存储器

超级周期（2025‑ 2027），旨在为合作伙伴、客户及行业参与者提供前瞻性的

战略分析与市场展望。报告将围绕技术变革、供需格局、产能博弈与细分应用市

场展开深度研判，助力把握周期节奏、优化资源配置与战略布局。

报告内容涵盖宏观驱动力、半导体产业链动态、终端需求结构性变化、关键存储

器产品趋势等核心模块，以数据与洞察支撑决策。

本报告将定期更新，敬请关注安芯易电子微信公众号以获取最新发布信息。您亦

可通过联系安芯易客户经理，获取完整版报告及相关定制化分析。
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摘要

全球半导体存储市场正经历以存储为主导的超级周期，其规模与强度均显著超出

此前市场预期。根据 Omdia 的预测，全球半导体市场总收入将在 2026 年突

破 1 万亿美元，其中存储 IC（Memory IC）板块本身预计将实现 85%–90% 的

高速增长。

图 1：2026 年半导体收入增长的最大市场贡献者

信息来源：Omdia

这一轮超级周期的根本驱动力，来自于结构性的供需失衡，其核心驱动力在于人

工智能（AI）对高带宽存储（HBM）及高密度服务器 DRAM 的爆发式需求；

与此同时，存储厂商在战略层面优先配置 HBM 产能，导致整体供给受到刻意

收缩，二者形成正面冲突。

这种失衡引发了所有细分市场的价格剧烈飙升。TrendForce 的数据显示，2026

年第一季度 DRAM 和 NAND 闪存的合约价预计将环比上涨 55-60%。现货

市场的扭曲最为严重，传统 DDR4 的价格从 2025 年年中的约 7 美元上涨到
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2026 年 1 月的 78 美元以上。

因此，市场发生了根本性的权力转移：供应商拥有决定性的定价权，传统的季度

谈判已经瓦解，长期的分配模式已经确立。由于预计供需平衡要到 2027 年上

半年才能实现，从成本优化采购向确保长期产能和建立弹性供应链的战略转变已

势在必行。
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一、塑造全球存储格局的宏观趋势

1.1 需求拐点：AI 作为新的结构性驱动

需求正在被生成式 AI 工作负载的指数级要求重新定义，这些工作负载正从模型

训练转向推理阶段——这一阶段需要巨大且持续的数据吞吐量。这种转变创造

了一个超越传统周期的永久性新需求基准，迫使超大规模云服务提供商 (CSP)

锁定长期供应。NVIDIA 的 Vera Rubin 平台体现了这一拐点：每颗 Rubin

GPU 将配置 288GB 的 HBM4，而配套的 Vera CPU 将支持高达 1.5TB 的

LPDDR5X 存储器，为系统存储器设定了远超前几代产品的新基准。

这一需求并非仅局限于高性能内存领域。AI 推理同样推动了存储架构的结构性

升级，加速了高容量、成本优化的 QLC 架构企业级 SSD（Enterprise SSD）

的采用，以支撑 PB 级 AI 数据湖的存储需求。由此，行业正经历一场多向量

叠加的需求冲击：一方面，HBM 与服务器 DRAM 为 GPU 提供算力侧支撑；

另一方面，高密度 NAND Flash 承载数据管道（Data Pipeline），从而在所

有存储细分领域同时形成刚性、不可弹性的需求压力。

1.2 供应侧再调整：蓄意稀缺策略

存储供给增长在战略层面受到主动约束，并在结构上已无法跟上这一全新的需求

曲线。该约束的核心在于：晶圆产能被刻意重新分配至高毛利产品。在高带宽存

储（HBM）生产中，行业正面临严重的“比特惩罚（bit penalty）”：生产 1GB

的 HBM 所消耗的硅晶圆面积，相当于 2–3GB 标准 DRAM，从而主动压缩了

传统存储产品的可用总产出。
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这一产能再分配趋势，在 NAND 市场中又叠加了主动型供给管理而进一步加剧。

近期行业报告确认，Samsung 与 SK Hynix（合计控制全球 60% 以上的

NAND 产能）计划于 2026 年削减 NAND 晶圆投片量。具体而言，三星的投

片量预计将从 2025 年的 490 万片降至 468 万片，而 SK 海力士则将从

190 万片降至 170 万片。这一以盈利能力优先于市场份额为导向的计算型减产

策略，对市场供需形成了决定性的收紧效应。

包括 Micron 在内的头部厂商，其主要资本开支规划均集中投向 HBM 与下一

代 DRAM 技术；与此同时，全新绿地晶圆厂（greenfield fabs）最早也要到

2028 年之后，才可能释放出具有实质意义的新增产能。这一时间结构，事实上

锁定了 2026–2027 年期间长期存在的结构性供给不足局面。

1.3 定价权与市场行为：量化失衡

结构性的供需错配已决定性地将定价权转移至存储供应商一侧，并直接导致传统

季度价格谈判机制的失效。截至 2026 年 1 月，价格上涨态势正在持续强化，

并向更多产品品类扩散。

当前预测显示，2026 年第一季度价格涨幅显著。TrendForce 预计，DRAM 合

约价格将环比上涨 55%–60%，其中服务器 DRAM 涨幅将超过 60%（QoQ）；

NAND Flash 合约价格预计环比上涨 33%–38%，而客户端 SSD 价格涨幅将

超过 40%（QoQ）。

在这一市场环境下，供应商的市场行为出现前所未有的变化。主要存储厂商已全

面转向以配额（Allocation）为核心的供货模式，并在部分情况下暂停远期价格

报价。这些举措反映出，获取供货配额已成为市场中的首要挑战，其重要性已超
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越传统的价格谈判本身。

由先进产品产能再分配所引发的供给紧缩，已在成熟（Legacy）产品领域造成

严重短缺，其中 DDR4 存储的现货市场表现最为突出。行业分析显示，DDR4 价

格出现大幅上涨，相关报告指出，DDR4 模组现货价格自 2024 年末至 2025

年 12 月累计上涨约 1800%。这一短缺局面导致 DDR4 现货价格长期高于

DDR5，形成了传统代际定价逻辑的反转。该紧张态势预计仍将持续，DDR4 合

约价格在 2026 年第一季度最高或将上涨至 50%。

图 1-1：预测内存合约价格趋势（2025-2026 年）

信息来源：Omdia

1.4 更广泛的里程碑：存储器引领的超级周期

这一轮转型，正是推动半导体行业迈向里程碑式历史节点的核心驱动力。行业整

体预计将在 2026 年首次实现收入突破 1 万亿美元，同比增长 30.7%。尤为

关键的是，这一增长呈现出高度集中的结构特征：存储 IC（Memory IC）板块

本身预计将在 2026 年实现 85%–90% 的高速扩张。如 1.3 节所述的爆发式
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价格上涨，正是驱动这一历史性增长的直接机制，无可辩驳地确立了当前阶段为

一个明确的、以存储为主导的超级周期——在这一周期中，存储不再只是参与

者，而是推动整个行业增长的核心引擎。

根据 TrendForce 及多家主要投资银行的最新分析，存储市场供需关系在

2027 年上半年之前难以实现实质性平衡。这一被显著拉长的时间窗口，进一步

确认了当前卖方市场的长期化特征。

综上所述，宏观趋势已被清晰地界定为一个由战略性塑造而成的卖方市场。AI 的

刚性需求、由供应商主导的产能纪律，以及结构性的生产瓶颈三者叠加，已对行

业基本面完成重置。这一新格局确立了长期供给偏紧、高位且波动加剧的价格环

境，以及以配额（Allocation）为核心的交易模式，并迫使电子产业价值链中的

所有参与方，必须为一个全新的产业时代调整自身战略与应对方式。
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二、DRAM & HBM 深度解析——核心战场

DRAM 与 HBM（高带宽存储，High Bandwidth Memory）市场构成了 AI 驱

动型存储超级周期的震中区域。在这一领域，对计算速度前所未有的需求与最为

严峻的结构性供给约束正面碰撞，使其成为整个行业中波动性最高、战略重要性

最为突出的细分板块。

2.1 传统 DRAM：市场分化与 DDR4 悖论

传统 DRAM 市场正经历一场显著的结构性分化，其根源在于行业加速向 AI 优

化平台迁移，以及由此带来的对成熟制程节点（Legacy Nodes）的系统性忽视。

 DDR5 成为新的 AI 主流

下一代服务器平台的大规模部署（如 Intel Granite Rapids、AMD Turin）正在

引发对高密度 DDR5 模组的近乎无止境的需求。这一需求强度之高，以至于服

务器级 DDR5 的盈利能力正迅速与 HBM3e 收敛，并预计将在 2026 年上半

年反超 HBM3e。

这一显著的盈利收敛趋势，从根本上重塑了存储厂商内部的晶圆产能分配逻辑，

在这两个**高毛利细分领域之间形成了直接而激烈的产能竞争。DDR5 的价格

上涨具有历史性且具持续性，其幅度已在下文的预测数据中得到量化体现。



— 12 —

DDR5 64GB RDIMM Contract Price Forecast & Drivers

Quarter Price (USD) QoQ Change Market Driver

Q3 2025

(Actual)
$~255 Baseline Upturn cycle commencement.

Q4 2025

(Actual)
$450 +40% - +50%

Massive data center build-out by

global CSPs; supplier pricing power

at historic highs.

Q1 2026

(Forecast)

Expected to

climb further

to ~700

+40% - +50%

Surging demand from AI & data

center servers; DRAM bit supply

growth (~24% YoY in 2026) lags

severely. Recovery in traditional

server market (~50% DRAM demand

growth YoY in 2026).

Q2 2026+

(Outlook)

Stabilization

at High

Plateau

Increase

expected to

moderate to

~20%

Tight supply-demand dynamics

continue. DDR5 profitability projected

to surpass HBM3e from Q1 2026,

complicating suppliers' capacity

allocation decisions.

信息来源: TrendForce

 DDR4 的“僵尸化（Zombification）”：

成熟市场正呈现出一个鲜明而尖锐的悖论。尽管整个行业的关注重心已全面转向

DDR5 与 HBM，但 DDR4 在工业电子、汽车电子以及对成本高度敏感的消费

类应用中，依然具有不可替代的结构性需求地位。主要存储厂商加速退出该细分

领域，导致市场中出现了严重的供给真空。

这一供给断层引发了极端的市场扭曲现象：DDR4 的现货价格长期显著高于

DDR5，有报告显示，在部分时期其溢价幅度最高可达 48%。这一“稀缺性悖
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论”使得原本的成熟技术反而演变为高风险、高成本的关键组件，并迫使下游产

业被动依赖于规模不断缩小的二线及替代型供应商体系。

2.2 HBM 市场：技术与分配的巅峰

HBM 仍是价值最高、限制最多的细分市场，代表了 AI 存储需求曲线的顶点。

 向 HBM4 的技术转型：行业正从 HBM3e 转向 HBM4，后者具有 16 层

堆叠，目标带宽超过 2.0 TB/s。虽然 SK 海力士已宣布首个量产系统，但

先进节点的良率挑战可能会限制初期爬坡，将供应紧张延长至 2026 年。

HBM4 预计将比 HBM3e 拥有 30-40% 的价格溢价。

 产能售罄与竞争格局：SK Hynix 目前维持着行业领先地位，市场份额约为

50%–60%，并依托其与 TSMC 在先进封装领域的深度合作进一步巩固优

势。Samsung 正处于激进且高度资源密集型的追赶阶段，而 Micron 亦在

快速扩大其 HBM 产出规模。

当前市场最具决定性的特征在于：主要厂商 2026 年的 HBM 产能几乎已全部

通过长期供货协议（LTA）提前分配给核心 AI 加速器客户（如 NVIDIA、AMD

等），现货市场几乎不存在，并由此为潜在新进入者构筑了难以逾越的进入壁垒。

围绕下一代 HBM4 的竞争正在持续升温。相关报告显示，三星的 HBM4 已达

到关键性能指标，单引脚速率达到 11 Gbps。公司计划在 2026 年将 HBM 位

元产出提升至当前的三倍，并将市场份额目标提高至 35% 以上，以直接挑战

SK 海力士 现有的领先地位。

为应对产能全面售罄的局面，两大厂商均已启动历史性规模的扩产计划：三星已
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在平泽启动 总投资约 415 亿美元的 P5 新晶圆厂建设；与此同时，SK 海力

士正在加速推进其 M15X 晶圆厂以及位于美国印第安纳州的大型先进封装基

地。上述绿地项目（Greenfield Projects）意味着，具备实质规模的新 HBM 产

能最早也要到 2027–2028 年方可逐步释放，从而进一步夯实了长期结构性供

给紧张的市场格局。

2.3 跨产品动态与盈利能力的趋同

当前市场中的一项关键性趋势，是服务器级 DDR5 与 HBM（HBM3e / HBM4）

之间盈利能力的显著收敛。这一变化主要由两方面因素共同驱动：DDR5 合约

价格持续且陡峭的季度性上涨，以及 HBM 历史性价格溢价的逐步压缩。行业

分析预测，HBM 与 DDR5 之间的价格倍数关系，将从此前更高水平，于 2026

年末收敛至约 1.5–2 倍区间。

这一盈利能力收敛趋势，直接影响了存储厂商的产能分配决策。先进制程晶圆产

能必须在高出货量、高毛利的 DDR5 业务与具备战略关键性的 HBM 业务之

间进行权衡；后者通常通过长期供货协议（LTA）与核心 AI 加速器客户深度绑

定。这两个高价值细分市场之间围绕产能的直接竞争，进一步加剧了整体存储市

场的紧张程度。

展望未来，向 HBM4 的持续迁移以及 DDR6 / LPDDR6 的研发推进，预计将

在 2026 年以后对存储产品的盈利结构演变与技术路线规划产生深远影响。
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三、NAND Flash 与存储的结构性转型

NAND Flash 市场正经历一场范式性转变，从历史上以周期性波动为特征的大

宗商品型市场，转向一个由 AI 与数据密集型工作负载所驱动的、具备持续性与

结构性需求的市场形态。这一转型的核心特征，在于供给动态、技术路线图以及

竞争战略层面的系统性再校准。

3.1 市场演变：从周期性转向 AI 驱动的结构性增长

2025 年之后标志着决定性的分歧。高容量 AI 存储的要求与行业进入 300 层

以上生产的交叉，创造了一个价值增长的自增强循环。 这种突破表现为新的、

无弹性的需求基准。多模态 AI 使得高容量企业级 SSD (eSSD) 成为 AI 数据

管道的核心主力。与过去不同，目前的紧缩状况得到了历史低位渠道库存（如

2026 年初 SSD 库存约为 8 周）和持续价格上涨的证实。

图 3-1：NAND 闪存收入和 3D NAND 发展趋势

信息来源: Counterpoint Research
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如图所示，2025 年之前的 NAND 市场主要遵循与消费电子相关的可预测周期

性波动规律。而自 2025 年起的阶段则出现了明确的分化拐点。高容量 AI 存

储需求的快速上升，与行业正式跨入 300 层以上 3D NAND 量产阶段的时间

点相互叠加，形成了一个价值持续放大的自我强化增长循环。这一长期视角，凸

显了 AI 所引发的结构性断裂。

这一结构性断裂的核心特征，是一个全新的、缺乏弹性的需求基准线。随着 多

模态 AI（Multimodal AI）的加速发展，存储需求显著提升，使得高容量企业

级 SSD（Enterprise SSD，eSSD）成为 AI 数据管道（Data Pipeline）的核

心承载单元。不同于以往周期，本轮市场紧张态势已被历史性低位的渠道库存水

平所验证（例如 2026 年初 SSD 库存约为 8 周），并伴随着价格的持续上涨，

表明市场正处于一个预计将长期延续的供给受限环境。

这一转型进一步受到供给侧约束的强化支撑。头部制造商正在主动执行资本纪律

（Capital Discipline），预计 2026 年 NAND 资本开支增速将保持温和（行

业分析普遍预计约 5% 左右的增长），并将重点放在技术迁移而非全面性产能

扩张之上。与此同时，行业在推进 3D NAND 层数持续提升的过程中，正面临

不断上升的技术复杂度，尤其是 Hybrid Bonding（混合键合） 技术的引入，

显著抬高了先进制程生产的结构性成本底线。

持续增长的 AI 需求、受控的供给扩张节奏以及不断攀升的技术复杂度三者叠加，

正推动 NAND 市场进入一个以技术进步与结构性需求为核心驱动力的新增长

范式，其目标已明确指向 500 层及以上的下一阶段演进。
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3.2 eSSD 的爆发式增长：AI 数据管道的引擎

预测中的收入大幅增长，从根本上源于企业级存储体系的结构性转型。AI 工作

负载的快速扩张，已经形成了一条全新的、缺乏弹性的需求曲线。

需求催化因素（Demand Catalyst）

 AI 的训练与推理循环，对存储基础设施提出了前所未有的性能要求。频繁

的模型检查点（Checkpoint）写入，需要持续且极高的写入带宽；而对海

量数据湖的查询，则要求具备极高的随机读取性能。这一组合型需求，直接

引发了对高容量、基于 QLC 架构的企业级 SSD（eSSD）的爆发式、结构

性增长（容量区间 30TB–64TB），该类产品在 PB 级 AI 数据存储场景中，

具备最优的单位容量成本（$/TB）。

 复合型瓶颈（Compound Bottlenecks）

当前的短缺已不再局限于 NAND Flash 晶圆本身。先进 SSD 控制器（尤其

是面向 PCIe Gen5 / Gen6 接口的方案）以及电源管理 IC（PMIC）等关键配

套器件的供给不足，已演变为第二层结构性瓶颈，从而限制了整体 eSSD 的可

交付产出规模，并显著拉长交期周期。

3.3 制造商纪律：以战略性供给管理实现可持续盈利

在经历 2023 年的严重亏损后，NAND 制造商正展现出前所未有的资本与产能

纪律，且这一纪律已进一步演进为主动式的战略性供给管理。其核心特征体现在

一项双重策略之中：控制产能利用率，并前瞻性地管理实际产出规模。
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 从利用率控制到主动减产

在 2026 年，两家占据主导地位的供应商——Samsung 与 SK Hynix（合计

市场份额 超过 60%）——预计将战略性地下调 NAND 晶圆投片量。其中，

三星的产出预计将出现下降，SK 海力士亦将采取类似的减产措施。这一刻意为

之的产出收缩，加速了行业向 AI 场景所需的高毛利 QLC 技术转型，并进一步

巩固了厂商的定价主导权。

 盈利优先于市占率

这一举措标志着行业从以规模与出货量为导向，向以可持续回报为核心目标的

明确转变。即便在需求强劲的背景下主动削减产出，头部厂商亦意在建立一个长

期抬升的盈利底部区间。

 对市场的直接影响

上述精算后的供给收缩，是推动 2026 年第一季度 NAND 合约价格预计环比

上涨 33%–38% 的主要驱动因素。过去周期中反复出现的库存过剩问题已被彻

底消除，当前渠道库存处于历史性低位（约 4–6 周），使得价格对任何需求信

号都极为敏感，并显著放大了 AI 驱动型需求对价格的影响效应。

3.4 3D NAND 层数竞赛与技术瓶颈

技术路线图正由向更高 3D 堆叠层数的持续演进所定义，而这一演进路径伴随

着不断上升的技术复杂度与资本投入强度。
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 迈向 400 层以上的路线图

行业正在加速推进 400 层以上的量产进程，这一里程碑对于实现 AI 规模化存

储所必需的单位比特成本（cost-per-bit）持续下降至关重要。所有主要制造商

均已投入到推进各自技术路线图的激烈竞争之中。

 Hybrid Bonding 的关键门槛

当 层 数 扩 展 至 约 500 层 以 上 ， 工 艺 路 线 将 不 可 避 免 地 从 硅 通 孔

（Through-Silicon Via，TSV） 转向 Hybrid Bonding（如铜-铜键合，Cu-Cu

bonding）。这一转变在工艺复杂度、热管理以及良率控制等方面引入了显著的

新挑战，抬高了先进 NAND 生产的结构性成本底线，并形成了重要的进入壁垒，

从而使最前沿的制造能力进一步集中于少数领先厂商。

 以 QLC / PLC 提升存储密度

为在大规模数据存储场景中实现最大化的存储密度，行业正迅速在企业级市场中

采用 四层单元（Quad-Level Cell，QLC） 技术，并同步推进 五层单元

（Penta-Level Cell，PLC） 的研发。这一趋势凸显了行业在 AI 数据湖应用中，

以单位面积实现最优存储容量的核心目标。

3.5 竞争格局的演进与战略性分层

随着技术门槛的持续抬升与市场需求结构的演变，行业竞争格局正呈现出明显的

分层趋势，并由此推动更高程度的专业化分工。

 头部厂商聚焦高毛利细分领域

既有行业领导者正战略性地集中资源于高性能、高容量的企业级及 AI 驱动型市
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场。其在上述细分领域对技术领先性与供给控制力的持续投入，进一步巩固并强

化了定价主导权。

 中国竞争力量的崛起

Yangtze Memory Technologies Corp.（YMTC）持续提升其产能规模与技术

能力。其不断增强的市场存在感，已在主流消费级及客户端 SSD 细分市场中形

成显著的竞争压力。

 市场专业化分工加深

上述变化正推动市场结构向更为分层的形态演进：头部厂商不断巩固其在高端

“AI 存储”细分领域的主导地位，而其他竞争者则更多聚焦于以规模驱动的主

流市场，形成差异化的竞争路径。

领先 NAND 闪存供应商的战略重点

Supplier
Technology &

Capacity Focus
Key Product/Market Strategy

Samsung
Leadership in high-layer (430+)

V-NAND; broad TLC portfolio.

Dominates mainstream enterprise

SSD market with a full portfolio.

SK Hynix /

Solidigm

Aggressive QLC capacity ramp;

focus on high-density storage.

Leader in high-capacity QLC SSDs

for AI data lakes and HDD

replacement.

Micron
Advancing 200+ layer production;

competitive SSD products.

Gains market share through

competitive PCIe Gen4/Gen5 SSD

offerings.

Kioxia /

WDC

Pursuit of high-layer technology;

flexible supply model.

Supplies both finished SSDs and

NAND components to CSPs.

YMTC Rapid scaling of Xtacking 3.0 Focuses on consumer and
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(200+ layer) production.sell-out

for HBM.

entry-level enterprise segments.

信息来源：TrendForce, Gartner, Yole

3.6 价格趋势与市场展望

结构性需求与受控供给之间的相互作用，已直接体现在市场定价表现及前瞻性预

测之中。

 价格预测

如本报告宏观章节所述（图 1-1），行业共识预计 NAND 合约价格将在 2026

年持续显著上涨。主要分析机构 TrendForce 预测，2026 年第一季度 NAND

价格将环比上涨 55%–60%（QoQ），而 2026 年全年涨幅预计达到 105%–

110%。随着时间推移，价格涨幅预计将在年度内逐步趋缓。

 供需平衡

基于当前受纪律约束的供给扩张节奏与持续增长的需求态势，分析人士预计，存

储市场有望在 2027 年上半年逐步接近供需平衡状态。
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对比分析：人工智能超级周期中的 DRAM 与 NAND

Characteristic DRAM/HBM Market NAND Flash Market

Primary AI Driver
Real-time compute: Feeding

data to GPU/TPU cores.

Data pipeline: Storing training

datasets, model checkpoints.

Key Demand

Product

High-Bandwidth Memory

(HBM), DDR5 RDIMMs

High-Capacity Enterprise SSDs

(eSSDs), especially QLC.

Core Constraint

“AI Tax” on advanced wafer

capacity; TSV/stacking

complexity.

Manufacturing discipline

(controlled utilization); controller

supply.

Technology

Roadmap

Moving to HBM4 (16-high

stacks); DDR6 development.

Racing to 400+ 3D NAND layers;

adoption of hybrid bonding.

Pricing Power

Driver

Allocation-based; 100% LTA

sell-out for HBM.

Supply-controlled; disciplined

capacity expansion.

信息来源: TrendForce, Yole, Gartner
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四、存储权力转移：地缘政治破碎市场中的战略定位

4.1 主要制造商战略定位

4.1.1 Samsung Electronics：追赶型战略

尽管作为存储产业的历史性领导者，三星在进入 2025 年时处于相对脆弱的位

置，其在 HBM 市场已明显落后于 SK Hynix。当前，三星正执行一项激进的复

苏与追赶计划。

产能扩张

三星正在扩建其位于韩国的 平泽 P4 与 P5 晶圆厂，同时推进美国德克萨斯州

泰勒（Taylor）工厂的建设与扩产。其战略目标是：在 2026 年前，将 HBM 产

能提升至 2025 年水平的 2.5 倍以上，并使 HBM4 成为核心投入与产能配置

重点。

关键挑战

三星当前面临 1c nm DRAM 制程的良率问题，且该问题已演变为持续性挑战，

可能影响 HBM4 产品的按期交付能力。此外，在三大存储厂商中，三星是削减

DDR4 产能最为激进的一方，这一策略已直接加剧了 DDR4 市场的波动与不稳

定性。

4.1.2 SK Hynix：市场领导者

SK 海力士在 AI 存储市场中占据着最为稳固的领先地位，其优势源于在

HBM3e 技术上的先发优势（First-Mover Advantage）。
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战略优势

公司目前已与 NVIDIA、Google、Meta 等核心客户签署长期供货协议（LTA），

在关键需求端实现深度锁定。与此同时，SK 海力士与 TSMC 建立了紧密的战

略联盟，依托 TSMC 的 CoWoS 先进封装技术，显著提升了 HBM 系统级集

成能力。这一“强协同合作关系”构筑了极高的竞争壁垒，使竞争对手难以在短

期内撼动其领先地位。

扩产规划

为进一步巩固优势，SK 海力士正加速推进其位于韩国清州（Cheongju）的

M15X 晶圆厂建设。该工厂被定位为 HBM4 与 HBM4E 的核心生产基地，预

计于 2026 年启动量产。此外，龙仁（Yongin）半导体集群亦在同步规划之中，

作为 2027 年及以后的中长期产能布局。

4.1.3 Micron Technology：价值优先于规模

美光科技采取了一项以财务回报为导向的战略路径——“价值优先于规模”，

明确避免盲目追逐市场份额。

区域布局战略

美光正在美国本土推进大型晶圆厂建设，重点布局于爱达荷州博伊西（Boise,

Idaho）及纽约州克莱（Clay, New York），并充分利用 《CHIPS 与科学法案》

提供的政策补贴。然而，这部分新增产能在 2027 年之前难以形成规模化供给。

在短期内，美光主要通过升级其位于台湾与日本的现有工厂，以支撑 HBM 相

关产品的产能扩张。
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产品战略

美光已宣布退出部分低毛利的消费级存储业务，其中包括 Crucial 品牌下的部

分零售产品线。公司正将资源集中投向数据中心与汽车电子市场。这一战略取舍，

客观上进一步加剧了消费级存储市场的供给紧张程度。

4.1.4 Kioxia 与 SanDisk：NAND 双寡头格局

企业重组

Western Digital 已 于 2024 年 完 成 业 务 拆 分 ， 其 闪 存 业 务 以 SanDisk

Corporation 的名义独立运营（纳斯达克代码：SNDK）。与此同时，**铠侠

（Kioxia）**于 2024 年 12 月完成东京证券交易所上市（IPO）。

合资架构

尽管在公司层面已完成分拆与独立运营，双方在制造端的合资体系依然保持稳定。

其中，铠侠约持有 60% 的产能份额，SanDisk 持有约 40%。双方共同运营位

于**日本四日市（Yokkaichi）与北上（Kitakami）**的多座晶圆厂。

北上 Fab 2 —— 关键性扩产项目

北上 Fab 2 被视为双方未来增长的核心引擎，将重点聚焦 BiCS8（218 层） 与

BiCS10（332 层） 的 3D NAND 生产。该工厂预计将在 2026 年上半年进

入产能爬坡阶段，并为 AI 存储应用提供关键性的新增产能支持。
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4.2 中国制造商：受限下的产能增长

4.2.1 CXMT (ChangXin Memory Technologies)

长鑫存储（CXMT）被视为中国实现 DRAM 自主可控的核心力量。公司正筹划

IPO 以募集资金用于产能扩张，目标估值最高可达 420 亿美元。CXMT 主要

聚焦于 DDR4、LPDDR4 等成熟制程节点，旨在填补全球三大存储厂商加速退

出该领域后所留下的市场空缺。

预测显示，CXMT 的产能将在 2025–2026 年期间实现显著增长，其规模有望

接近 SK 海力士产出的约一半。

然而，CXMT 同时面临严峻的外部约束。受 美国实体清单（Entity List） 限制

影响，其获取先进制造设备的能力极为受限；此外，其 DDR5 产品的量产良率

与商业可行性仍有待市场验证。

United States Department of Defense 已将 CXMT 列入 “1260H 清单”

（中国军事企业清单），该举措可能限制其与美国政府承包商开展业务往来。因

此，对于全球 OEM 客户而言，从 CXMT 进行采购将涉及复杂且高度敏感的

合规风险评估。

4.2.2 YMTC (Yangtze Memory Technologies)

尽管同样被列入 美国实体清单，长江存储（YMTC）仍通过其 Xtacking 架构

保持了一定的技术竞争力。Xtacking 采用存储阵列与外围电路分离设计，使两

者能够分别进行独立优化。这一独特的技术路径，使 YMTC 在设备获取受限的

情况下，依然具备较强的产品竞争能力。
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目前，YMTC 已在中国国内市场占据超过 10% 的份额。公司正积极推进国产

设备替代，以符合中国关于芯片制造企业至少使用 50% 国产设备的政策导向。

然而，供应链制裁显著限制了 YMTC 在全球市场的影响力，其业务重心仍主要

集中于中国本土市场。

受实体清单限制以及客户合规审查要求影响，YMTC 进入国际市场的通道依然

高度受限，其绝大部分收入来源于中国国内市场。

4.3 替代供应商

4.3.1 Nanya Technology

作为全球第四大 DRAM 制造商，南亚科技正逐步从 DDR3 / DDR4 向 DDR5

过渡，但这一转型过程仍需要时间。随着全球三大存储厂商陆续退出 DDR4 市

场，南亚科技已成为关键的替代型供应商，并由此获得了更强的定价能力。

公司在 2025 年期间多次上调 DDR4 合约价格。对于希望降低对“三大厂”依

赖度的客户而言，南亚科技已成为 DDR4 及主流 DDR5 产品的重要第二来源

（Secondary Source）。

4.3.2 Winbond Electronics 与 Macronix

华邦电子主要聚焦于 NOR Flash 及利基型 DRAM 产品。随着 汽车电子与物

联网（IoT）设备（如 ADAS 系统）对 NOR Flash 的需求持续上升，华邦电

子正显著受益于这一趋势。

华邦电子与旺宏电子均展现出显著的定价主导能力。据市场信息显示，旺宏已将

2026 年第一季度 NOR Flash 价格上调约 30%，而华邦亦在 2025 年第四季
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度实施了类似幅度的价格上调。

上述专业型存储厂商主要服务于汽车、工业及物联网市场，在这些应用领域中，

产品的长期供货能力与高可靠性，往往比最前沿的性能指标更为重要。

4.4 地缘政治风险与供应链脆弱性

4.4.1 双轨市场

中国厂商正快速扩张产能，但受制于制裁与合规审查，其中相当一部分产出事实

上被“隔离”在全球自由流通市场之外。这一结构性约束，导致中国国内出现阶

段性或结构性过剩，而全球其他市场仍面临持续的供给紧张，从而形成一种双轨

制市场格局。

其结果是一个明显分化的市场结构：

 欧美及盟友市场面临严重短缺与溢价定价环境

 中国国内市场在成熟制程产品上具备相对充足的供给与具竞争力的价格

 全球采购方在跨区域采购时，必须应对高度复杂的合规与监管要求

4.4.2 地理集中度风险

台湾

台湾承载着关键的存储制造产能，但同时面临多重风险因素：

地震风险

2025 年初台湾发生的一次地震，虽未造成结构性损坏，但触发了部分高敏感度

光刻设备的自动停机，影响了数万片晶圆的产出。由于地处环太平洋火山地震带，
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台湾长期面临频繁的地震活动风险。

电力供应

台湾北部电网的稳定性问题（例如 2024 年的大规模停电事件），对 Micron

Technology 与 Nanya Technology 在当地的生产设施构成潜在运营风险。

地缘政治紧张局势

台湾的地缘政治地位本身即构成潜在的供应链中断风险，采购方在进行供应风险

规划与应急预案设计时，必须将该因素纳入核心考量。

日本

存储产业的全球供应链在地震高发地区呈现高度集中。日本境内的任何地震活动

（包括 Kioxia 以及 Micron Technology 位于广岛的晶圆厂）均可能引发全球

范围的供应扰动。

与此同时，Samsung Electronics 与 SK Hynix 的总部及绝大多数生产产能集

中于韩国。尽管该地区整体相对稳定，但这种高度集中的地理布局，本身仍构成

不可忽视的集中度风险。
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五、如何为您的组织定位以确保供应连续性

5.1 市场情报摘要

2025–2027 年全球存储与内存市场正进入一个结构性受限的超级周期。这一周

期并非仅由需求复苏所定义，而是更关键地由产能向 AI 核心产品重新配置所驱

动。市场证据表明，传统依赖周期性供给过剩的采购与定价模式，在当前环境下

已不再有效。

从市场情报视角看，2026 年上半年至 2027 年将构成一个长期对卖方有利的

阶段：在这一阶段，产能掌控权、配额优先级以及设计灵活性，将取代单位成本

最优化，成为决定企业竞争定位的核心要素。

5.2 供需情报展望

5.2.1 2026 年上半年：供给约束峰值窗口

来自 TrendForce、IDC 以及行业披露的信息显示，2026 年上半年将是整个预

测周期内供给最为紧张的时段：

 渠道库存预计将基本消化殆尽；

 包括 Kioxia Fab2 在内的新产能尚无法形成有效供给贡献；

 DRAM 与 NAND 的短缺将呈现全面性特征，而非局限于特定制程节点。

与此同时，制造商仍在持续将晶圆产能转向 HBM 与 AI 优化型存储产品，从

而进一步收紧 PC DRAM、服务器 DRAM 以及企业级 SSD 组件的可得性。

在这一阶段，获取供货能力本身即成为一种战略性资产。未能提前锁定配额的买
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方，将面临交付延期、被动降配以及利润空间被压缩的显著风险。

5.2.2 2026 年下半年：受控缓解而非价格回归

尽管受益于 HBM 产能的阶段性释放及良率改善，2026 年下半年可能出现有

限的供给缓解，但市场情报一致显示，价格回归（Normalization）的可能性较

低：

 NAND 厂商将继续维持严格的产出纪律，以巩固定价权；

 DRAM 供应商仍将优先配置高毛利的 AI 相关产品。

市场将从急性短缺过渡至结构性紧张状态，形成一个新的高位价格底部，而非触

发传统意义上的下行周期。

5.2.3 2027 年：被需求吸收的再平衡

Micron 与 Samsung 新晶圆厂的投产，可能在 2027 年一定程度上收窄供需

缺口。然而：

 AI PC 与 AI 智能手机的升级周期将引入新增需求；

 服务器端对内存密度的需求仍在持续提升。

因此，情报预测显示，价格更可能在高位维持稳定，而非出现快速回调。

新增供给预计将被新的需求向量所吸收，从而限制价格下行风险。
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5.3 价格情报：指数化趋势分析

以 2025 年第四季度 = 100 为基准，所有主要存储与内存品类在 2026 年均

展现出持续向上的价格动能：

Product

Category
2026 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4

Primary Intelligence

Driver

PC DRAM

(DDR5)
115–120 125–130 130–135 135–140

HBM capacity crowd-out +

AI PC adoption

Server

DRAM
120–125 130–140 145–150 150+

AI server memory density

escalation

DDR4

(Legacy)
110–115 120–125 125–130 130

Accelerated capacity

phase-out

Enterprise

SSD
115–120 125–135 135–145 145–150

AI data lake demand +

controller shortages

NAND Flash

Wafer
110 115 120 120–125

Output discipline + cautious

CAPEX

LPDDR5X 115 120 125 130
Mobile AI capacity

competition

信息来源: TrendForce, IDC, Gartner

5.4 战略采购情报对策

5.4.1 短期（未来 3–6 个月）：防御性布局

长期供货协议（LTA）加速

情报显示，提前承诺至关重要，因为 2026 年相当比例的产出已被提前分配。

在当前环境下，产能保障应优先于价格让步。
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前置库存缓冲

在 2026 年上半年之前建立 3–6 个月的安全库存，可显著降低价格峰值波动与

配额风险的暴露程度。

成本基准重置

为真实反映市场环境，2026 年存储类 BOM 预算有必要上调 20%–30%，以

避免被动的下游价格传导与应急调整。

5.4.2 中期（2027）：结构性风险缓释

供应商组合情报

成熟 DRAM（Legacy DRAM）

随着一线存储厂商加速退出成熟与长生命周期 DRAM，工业与网络应用的供应

连续性风险正在上升。二线及专业型 DRAM 厂商预计将在维持长生命周期支持

方面发挥日益重要的作用。

客户端 SSD（Client SSD）

尽管 NAND 厂商仍在扩产，但客户端 SSD 的供给仍明显向 AI 与企业级市场

倾斜。因此，市场参与者需要拓宽供应商组合，以降低单一供应商依赖度并提升

整体供应韧性。
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结论

2025–2027 年的存储市场竞争，将是一场围绕资源配置的博弈，而非单纯的成

本竞争。AI 的崛起不仅重塑了计算架构，也正在重新定义产能、定价权与价值

在半导体供应链中的分配方式。对于电子制造行业而言，这一环境既构成持续的

成本挑战，也是对供应链管理能力的直接考验。只有那些能够提前识别市场拐点、

果断作出采购决策，并构建具备韧性与多元化的供应体系的组织，才能在本轮周

期中将扰动降至最低。

如需进一步业务合作，欢迎通过安芯易电子公众号与我们取得联系，或访问我们

的网站：360ic.com 。
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